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vaqti bir necha yillarni tashkil gilishi mumkin, bu esa amorf strukturalarining amalda
qo‘llanilishiga imkon yaratadi. Ammo ko‘p metallarda panjara davriyligi uzoq
tartibining buzilishi e’tiborga olinmasa ham bo‘ladi, ya’ni bunday buzilishda zaryad
tashuvchi o‘rtacha energiyasining o‘zgarishi shu energiyaning qiymatidan ancha kam

bo‘ladi. Bu holda Matissen qoidasiga p, bunday buzilishni e’tiborga oladi.
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Annotatsiya: Bir jinsli bo‘lmagan yupga yarimo‘tkazgich pardalaridan turli xil

qurilmalar yaratishda foydalaniladi. Mazkur maqolada Bir jinsli bo‘lmagan yupqa

yarimo‘tkazgich pardalarini olish texnikasi hamda bu ish ustida olib borilgan
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tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Vakuumda har xil elementlardan tashkil topgan
yarimo‘tkazgich birikmalari ustida tadqiqot olib borilgan.

Kalit so‘zlar: Xalkogenid va xalkogenid birikmalar, yupqa pardali
fotoelement, elektron teshik jufti, ionlashish, rekombinatsiya.

Bir jinsli bo‘lmagan yarimo‘tkazgich yupga pardalaridan mikroelektron,
optoelektron qurilmalar yaratishda keng foydalaniladi. Bunday yarimo‘tkazgich
yupga pardalarini olish texnologiyasi ancha murakkab bo‘lib ko‘p boskichli
jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Mazkur makolada Bir jinsli bo‘lmagan yarimo‘tkazgich
yupqa pardalarini olish texnikasi va texnologiyasini takomillashtirish hamda bir jinsli
bo‘lmagan yupga yarimo‘tkazgich pardalar ustida olib borilgan tadqiqotlarni ba’zi
natijalari keltiriladi. Tadqiqot ob’ekti sifatida (tarkibida) vakuumda uchuvchanligi har
xil bo‘lgan yelementlardan tashkil topgan yarimo‘tkazgich birikmalari olingan
masalan, PbS, CdTe, CdS, CdSe, ZnS va boshkalar. Ularni vakuumda anizatrop
bug‘latish usuli ishlab chiqilgan. Anizatrop bug‘latish natijasida hosil bo‘lgan
molekulyar oqim kuchli magnit maydoni vositasida dielektrik taglikka anizatropik
holatda o‘tkaziladi. Hosil bo‘lgan yupga parda o‘ta bir jins emas bo‘lib, olish
texnologiyasining parametrlarini (manba va taglik harorati bug‘latish burchagi, parda
qalinligi, tarkibi, termik vakuumda ishlov berish sharoiti, vakuumning siyraklik
darajasi va undagi qoldiq gaz molekulalariniig tarkibi) o‘zgartirib, Bir jinsli
bo‘lmagan yarimo‘tkazgich pardasining  hususiyatlarini boshkarash mumkun.
Polikristall yarimo‘tkazgich yupqa pardalari bir jinsli bo‘lmagan yupqa
yarimo‘tkazgich pardalaridan strukturaga ega bo‘lib, olish texnologiyasi parametrlari
to‘g‘ri tanlangan namunalar yoritilganda anomal yuqori fotokuchlanish (AFK) hosil
qiladi. Bunday namunalarda tashqi qutblovchi elektr manbalarisiz fotoelektrik
holatga o‘tadi. Bunday namunalarni magnit maydoniga joylashtirib yoritilganda esa
ularda anomal fotomagnit effekt kuzatiladi. Hosil bo‘lgan fotoaktiv namunalar (AFK-
element, AFK-struktura) chiziqli o‘lchamlari mikronlar tartibida (~10° m) bo‘lgan
o‘ta ko‘p sondagi mikrozarrachalarning ketma-ket zanjirlaridan iborat bo‘ladi.

Mikrozarrachalar orasida tabiati va ximiyaviy tarkibi bo‘yicha ulardan farqlanuvchi
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yupga qatlam hosil bo‘ladi. Zarrachalararo yupqa gatlamlarning o‘tkazuvchanligi
(tipi ham), zarrachanikidan farq qiladi. Bu gatlamlarning qarshiligi o‘ta yuqori bo‘lib,
zarracha qarshiligidan ham yuqori bo‘ladigan namunalar ham uchraydi. Qo‘shni
mikrozarrachalarning chegaralarida akseptor va donor sathlar vujudga keladi.
Mikrozarracha va oraliq yupqga qatlamlar o‘tkazuvchanliklari har xil bo‘lganda (p va
n-tiplar), chegarada har xil tipdagi p-n-o‘tishlar shakllanadi. Ular alohida olingan
elementar mikrofotoelement bo‘lib, namunalarning 1 sm uzunligida taxminan 10°
donagacha shakllanadi. Bunday super ko‘p elementli murakkab tizim yagona vakuum
texnologik siklida amalga oshiriladi [1]. Namunalarning volt-amper harakteristikalari
olindi. Ularning fotoelektrik va fotomagnit xususiyatlari o‘rganildi. Olingan natijalar
asosida namunadagi p-n-o‘tishlar orasida zaryad tashuvchilarning o‘zaro almashuvi
(tranzistor effekti) kuzatilmaydi, ya’ni eelementar p-n-o‘tishlar (har xil
o‘tkazuvchanlikli sohalar) chiziqli o‘lchamlari, tok tashuvchilar diffuzion yo‘lidan
katta ekanligi ma’lum bo‘ldi. Namunalarda yorug‘likning ikkilanib sinish effekti
kuzatildi. Demak, olingan namunalarning ko‘pchiligida optik anizatropiya kuzatiladi.
Bu holat bir jinsli bo‘lmagan yupqa yarimo‘tkazgich pardalaridan AFK-effektning
kuzatilishga sabab bo‘ladi [2, 3]. Super p-n-o‘tishlar ketma-ket zanjiri asosan yupga
parda sirtidan taxminan 1 mkm chuqurlikkacha joylashadi. Chuqurlik ortgan sari p-n-
o‘tishdagi ulanishlarning aralash ulanishi holatlari ustunlik qiladi. Olingan
namunalardan asosan (ular negizida) foton gabul qiluvchi (fotopriyomnik) generator
rusumidagi fotoelement sifatida mikroelektron optoelektron axborot-o‘lchov va

optoelektron nazorat va boshqaruv tizimida ishlatiladi.
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Annotatsiya: Fototok to‘xtashi uchun lozim bo‘lgan «berkituvchi» potensiallar
farqi turli to‘lqin uzunligidagi yorug‘lik nurlari uchun turlicha bo‘lar ekan. Boshqacha
aytganda, berkituvchi poteitsiallar farqining qiymati to‘lqin uzunligiga teskari
proporsional yoki to‘lqin chastotasiga to‘g‘ri proporsional ekan. Berkituvchi potensiallar

farqi fotozlektronlar tezligi, demak, energiyasiga proporsional ekanligi taxlil gilingan.
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